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Cil Struktura SnSe Parametr termoelektricke

Vysetfeni vlivu arsenu jako dopantu na termoelektrické vlastnosti ucinnosti

polykrystalického SnSe, zejména na parametr termoelektrické ucinnosti ZT. &\T w ‘ ¢ 2
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Experimentalni cast

Byly pripraveny polykrystalické vzorky SnSe, As,, kde x = 0; 0,005; 0,0075; o (Pnma) = B (Cmcm) ~ 810 K

0,01; 0,02; 0,04; 0,06 a 0,08. Kremenné ampule s navazenym vychozim

materidlem byly zahraty na teplotu 1223 K s vydrzié h. Nasledovalo volné Charakterizace materialu

chladnuti v peci na pokojovou teplotu. Ziskany material byl pomlet ve e XRD difrakce

vibracnim mlynku pod hexanem a nasledné za horka vylisovan do tablet. +  Elektricka vodivost o (300-725 K)
XRD anaI\'/za  Tepelna vodivost x(300-725 K)

 Seebeckuv koeficient & (300-725 K)

e Parametr ZT byl vypocitan z nameérenych dat

 Meéreni Hallova koeficientu nebylo mozné kvuli vysokému odporu
pripravenych vzorku

Vzorky s obsahem arsenu x = 0,02 — 0,08 obsahovaly druhou fazi, ktera byla
identifikovana jako SnAs. U vzorku s x = 0,02 pozorujeme pokles objemu
elementarni bunky. To naznacuje, ze se As ve strukture zabudovava spise na
misto po Sn, nez po Se.
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Zaver Z nasich vysledku vyplyva, ze As preferuje substituci za Sn a nikoliv za Se.

Pfedpoklad, Ze As se bude chovat jako akceptor Asg, + h™ se nepotvrdila.
Naopak, v pfipadé substituce za Sn se As chovd jako donor: Asg, +e™.
V dusledku zvyseni elektrické vodivosti (450-550 K) a poklesu tepelné
vodivosti pozorujeme v této teplotni oblasti také pokles parametru ZT.
Nejvétsi narust pozorujeme u vzorku s obsahem 0,5% of As, u kterého
parametr ZT dosahuje hodnoty 0,1 v porovnani s nedopovanym materialem
(ZT = 0,05). Na zakladé vyse uvedenych vysledku byla dale provedena
rozsahla studie As jako dopantu v kationtové i aniontové podmrizce

v monokrystalickém SnSe podporena pozitronovou anihilacni spektroskopii.

Arsen se neprokazal jako vhodny dopant pro zlepseni termoelektrickych
vlastnosti SnSe. Vzorky s vyssim obsahem As vykazuji pritomnost druhé faze
SnAs, ktera ma negativni vliv na TE vlastnosti (zvysuje tepelnou vodivost a
snizuje Seebeckuv koeficient). Zda se vsak, ze arsen vyvolava silnou interakci

s nativhimi defekty, jejiz studium by mohlo prinést cenné informace o
strukture a nativnich defektech v SnSe. Predpokladame, ze As ve strukture
SnSe zpusobuje potlaceni nativnich defektu Seiz_ a V&b, coz vede k
nedostatecné koncentraci nositell naboje a zvyseni tepelné vodivosti.
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